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Распределенный брэгговский отражатель – это набор очень тонких (от десятков до сотен нанометров) слоев из прозрачных материалов с периодически меняющимся показателем преломления [image: image2.png]


. Толщины слоев подбираются таким образом, чтобы для  лучей, отраженных от границ раздела, имела место конструктивная интерференция. В результате, в определенном диапазоне длин волн такая конструкция позволяет достичь высокого коэффициента отражения (~100%). В простейшем случае используется два слоя с показателями преломления [image: image4.png]ny Mn,



. Брэгговское зеркало используется в VCSEL – поверхностно-излучающий лазер с вертикальным резонатором, который выделяют из-за высокой рабочей мощности (несколько ватт) и хороших характеристик пучка (малая угловая расходимость и симметричная диаграмма направленности) [1,3].
В работе исследован распределенный брэгговский отражатель, выращенный на основе Al0,92Ga0,08As/Al0,1Ga0,9AS. Целью работы является получение брэгговского зеркала с коэффициентом отражения [image: image6.png]r =99,93%



 для излучения, падающего на длине волны [image: image8.png]A =940 um



. По данным значениям были теоретически рассчитаны параметры [1,2]:
· Показатель преломления:  
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где x – концентрация Al, E – энергия фотона падающего излучения;
· Количество слоев в структуре: 

[image: image11.png]m = Zlogn, =
310G s as 1

TAlosCaosAS



;
· Толщины слоев: 
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Выращенная методом газофазной эпитаксии по заданным параметрам m, L, n гетероструктура исследована на отражение. Результаты эксперимента удовлетворяют исходным требованиям.
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